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助力优化 AI 数据中心 PSU
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AI 服务器机架和 PSU 的演进
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系统架构概览
AI 服务器的电源管理

≤ 250 kW*

POL
230 V / 

277 V AC 48 V DC

> 250 kW*

3-Φ PSU

MV IBC

中压AI 服务器（48 V）

高压 AI 服务器（800 V  / ± 400 V）

± 400 V / 

800 V

1-Φ PSU

48 V 12 V / 6 V

400 V / 

480 V AC

± 400 V / 

800 V DC

12 V / 6 V

50 V 12 V / 6 V

~1 V

~1 V

~1 V

POLHV IBC MV IBC

HV IBC
POL

**适用于多数服务器架

构，少数情况例外。

BBU

BBU

CBU

热插拔

热插拔

处理器

处理器

处理器
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AI 服务器机架演进和不断攀升的功率需求

提升每瓦算力只是硬币的一面，高效用

电则是另一面。

处理器功耗不断攀升

电源管理绝非事后考量，提升能效必须

置于首位。

功耗* / 机架功率密度发展趋势（示例）

*基于理论最大负载工况

<1 kW~0.4 kW 1.2 – 1.4 kW处理器

服务器机架 <60 kW ~100 kW >125 kW
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资料来源：tom´s Hardware, Ramboll, The Register

https://www.anandtech.com/show/21310/nvidia-blackwell-architecture-and-b200b100-accelerators-announced-going-bigger-with-smaller-data
https://www.anandtech.com/show/21310/nvidia-blackwell-architecture-and-b200b100-accelerators-announced-going-bigger-with-smaller-data
https://www.anandtech.com/show/21310/nvidia-blackwell-architecture-and-b200b100-accelerators-announced-going-bigger-with-smaller-data
https://www.ramboll.com/en-us/insights/decarbonise-for-net-zero/100-kw-per-rack-data-centers-evolution-power-density
https://www.theregister.com/2025/03/29/nvidia_moores_law/
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AI 服务器应用趋势

‒ 单机架功率已达 120 kW 以上，正向 1 MW+ 迈进。

‒ 引入采用高压直流 PSU 的电源侧柜

‒ EDPP* 要求 PSU 内部配置更大容量储能电容

AI 服务器机架

‒ PSU 功率：12 kW（单相）， 18-30 kW（三相）；密度：>100 W/in³

‒ 新能效标准：80Plus Ruby  认证、中国国家标准

PSU 功率、密度、效
率

*EDPP：电气数据峰值处理或电气设计功率峰值
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趋势：效率
服务器和数据中心的能效新规

‒ 80 Plus Ruby 新能效标准

‒ 峰值效率较 Titanium 更上一个台阶。 

‒ 轻载能效规范下探至5%负载。

‒ 中国新能效标准

‒ 峰值效率和轻载效率较 Ruby 标准更为严苛。

ORv3
中国国家
标准

50V Rack 
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90
,0

%

94
,0

%

96
,0

%

91
,0

%

90
,0
%

91
,0

%

95
,0

% 96
,5
%

92
,0

%

94
,0

%

94
,0

%

97
,5

%

96
,5

%

92
,0

%

96
,0

%

98
,0
%

96
,0

%

5 % 1 0 % 2 0 % 5 0 % 1 0 0 %

效
率

负载（%）

80Plus Titanium Ruby ORV3 GB 20943-2025 50V

为了满足更高的峰值效率和轻载效率要求： 

➔ 必须选择更高效的拓扑和器件技术（如多电平拓扑

、SiC 和 GaN 功率器件）
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趋势：功率密度
能量缓冲（EB）

为应对 AI 峰值功率需求，电网友好型 PSU 必须具备

高密度储能能力

➔ 能量缓冲可大幅减小电容体积

能量缓冲： PSU 内部集成的高密度储能电路

‒ 能够更高效地利用所储能量：

‒ 支撑保持时间能量

‒ 平抑 AI 峰值负载，避免电网过载

‒ 控制再上电涌流

‒ 可集成在单相和三相 PSU 中
 

PFC LLC

能量缓冲 

180% 负载

100% 负载

150% 负载

<0.5ms

<50ms

2
.5

 A
/μ

s

100% 负载下的 1 s 移动平均功率

AI GPU 的峰值功率曲线示例
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趋势：效率和功率密度
多电平 PFC 拓扑

1. PFC 电感有效频率为开关频率的2倍，电压摆幅降至一半

➔  PFC 电感体积可缩至1/4

2. 开关管仅承受一半直流母线电压

➔开关损耗、电压变化率（dv/dt）及电磁干扰（EMI）均更低

 

3. 可采用 400/440 V CoolSiC  MOSFET，其开关优值（ Qoss、

Qgd、Qfr ）更佳 

➔  效率和功率密度均提高

交错式三电平图腾柱 PFC 示例 

电感电流

开关节点电压
0

10

20

× 1e-1

时间（s）

4.82 4.86 4.90 4.94
0

200

400
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架构和拓扑
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CBU 架

‒ 电容 + DC-

DC

电源架

‒ 三相 PSU

电池架

‒ BBU

高压母
线

50 V 架构 高压直流架构

单相/三相 50 V PSU 和 BBU 单相 50 V PSU 和 BBU 三相高压 PSU 和高压直流 BBU

400-480 V 

三相交流母线

13 kV XFMR

第一代
PSU 和 BBU 

置于 IT 机架内

50 V

母线

⎯ 单相 5.5 kW / 8 kW / 12 kW 50 V PSU

⎯ 三相 18 kW 50 V PSU

2c 代

PSU、CBU 和 BBU 置于高压
直流侧柜内，为高压 IT 架供电

2a 代
PSU、CBU 和 BBU

置于 50 V 侧柜内

⎯ 单相 12 kW 50 V PSU ⎯ 三相 HVDC 25-30 kW, ±400 V / 800 V PSU

⎯ HV DC-DC PSU 置于 IT 机架内

⎯ 三相 HVDC 25-30 kW, ±400 V / 800 V PSU

⎯ 高压 IBC 置于 IT 架上

2b 代

PSU、CBU 和 BBU 置于高压
直流侧柜内，为 50 V IT 架供电

50 V 

母线

电源架

‒ 单相 / 三相 PSU

电池架

‒ BBU

IT 机架

CBU 架

‒ 电容 + DC-

DC

电源架

‒ 单相 PSU

CBU 架

‒ 电容 + DC-

DC

电源架

‒ 三相 PSU

电池架

‒ BBU

DC-DC 转换架

‒ HV DC-DC PSU

IT 机架

13 kV XFMR

HVDC 侧柜

13 kV XFMR

高压母
线

50 V IT 架

‒ 热插拔

‒ 第一级变换

‒ 第二级变换

‒ CPU+GPU

50 V IT 架

‒ 热插拔

‒ 第一级变换

‒ 第二级变换

‒ CPU+GPU

高压 IT 架

‒ 热插拔

‒ 高压 IBC

‒ 第一级变换

‒ 第二级变换

‒ CPU+GPU

50 V IT 架

‒ 热插拔

‒ 第一级变换

‒ 第二级变换

‒ CPU+GPU

50 V 

母线
50 V 

母线

高压母
线

IT 机架IT 机架

400-480 V 

三相交流母线

400-480 V 

三相交流母线

13 kV XFMR

HVDC 侧柜

400-480 V 

三相交流母线

50 V 侧柜

AI服务器机架架构的演进
从一体式到电源侧柜再到混合微网

电池架

‒ BBU

第三代

直流微网

In-row 

BBU / UPS
2b / 2c 代

IT 机架

⎯ 机架由本地高压直流微网供电

±400 V / 800 V 直流母线（

本地高压直流微网） SSCB

IT 机架

CBU 架

‒ 电容 + DC-DC

单独机房

UPS+BBU

13-35 kV SST
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超大规模 AI 服务器机架示例

50 V NVL72 机架 50 V 宽机架 (ORW) +/- 400 V 侧柜 800 V 侧柜50 V 侧柜 (HPR V3)

资料来源：OCP 全球峰会，2025年10月。
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PFC DC-DC

单相机架 PSU  

5.5-12 kW  50 Vout  230-277 Vac

LLC 3-ph LLC

原边 650 V CoolSiC , 650 V CoolGaN

原边驱动器 EiceDRIVER  2EDR

同步整流 + 

Oring 
80 V OptiMOS , 80 V CoolGaN

同步整流驱动
器

EiceDRIVER  1EDB, 2EDB

2-L PFC 3-L PFC 

快管 650 V CoolSiC 440/650 V CoolSiC

慢管 650 V CoolMOS

驱动器 EiceDRIVER  1ED

MCU PSoC  C3 P5/P8

电流传感器 TLI4971, TL4978/77

辅助电源
CoolSET  

QR/FF

主流 下一代 主流

用于栅极驱动器供电的
变压器驱动 IC

2EP130R ✓ CoolSiC  ：完美适配硬开关拓扑，导通电阻温

度系数最低

✓ CoolGaN ：完美适配软开关拓扑，支持超高开

关频率
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PFC DC-DC 

维也纳或T型 5-L ANPC

桥臂
1.2 kV CoolSiC FET / 

二极管
低频开
关管

650 V CoolSiC

650 V CoolMOS

主开关管
650 V CoolSiC

650 V CoolGaN  BDS

高频开
关管

650 V CoolSiC

驱动器 EiceDRIVER  1ED 驱动器
EiceDRIVER  1ED

三相机架 PSU

~18-30 kW 50/400/800 Vout  400-480 Vac

T 型

交错式 LLC 级联 LLC 3-L LLC

原边 1.2 kV CoolSiC
650V CoolSiC

650 V CoolGaN

原边驱动器 EiceDRIVER  2EDR

同步
整流 

+ 

Oring 

50 V 80 V OptiMOS , 80 V CoolGaN

400 V 650 V CoolSiC (SR+ORing) , 650 V CoolMOS (Oring)

800 V 1.2 kV CoolSiC

同步整流驱动
器

EiceDRIVER  1ED

主流 下一代 主流 下一代

MCU PSoC  C3 P8

电流传感器 TLI4971, TL4978/77

辅助电源
CoolSET  + 

1.7kV SiC
用于栅极驱动器供电的

变压器驱动 IC
2EP130R
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800-50 V DC-DC PSU 架

热插拔

XDP701A 数字热插拔控制器

1200 V JFET 复合管 (JFET + 40 V MOSFET )

Ichg

Vds

Vc
Cout

VBUS

Hotswap 
controller

3-ph LLC 3-L LLC

原边 1.2 kV CoolSiC 650V CoolSiC / 650 V CoolGaN

同步整流 + Oring 80 V OptiMOS / 80 V CoolGaN

主流 下一代

+

CBU 架

‒ 电容 + DC-

DC

电源架

‒ 三相 PSU

电池架

‒ BBU

DC-DC 转换架

‒ HV DC-DC PSU

IT 机架

高压母
线

50 V IT 架

‒ 热插拔

‒ 第一级变换

‒ 第二级变换

‒ CPU+GPU

50 V 

母线

400-480 Vac 

高压直流侧柜

15/18 kW 15/18 kW 15/18 kW 15/18 kW 15/18 kW 15/18 kW PMC

DC-DC 转换架  90/108 kW 
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系统应用板
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创新 PSU 系统解决方案：融汇系统专长与 IP，成就性能与效率业界标杆

3.3 kW
单相 PSU

η 97.4%

98 W/in3

8 kW
单相 PSU

η ~97.5%

100 W/in3

12 kW
单相 PSU

η ~97.5%

113 W/in3

27 kW
三相 PSU

η 98+%

100+ W/in3

可供货

功率范围：3 ~ 30 kW

可供货 可供货

单相 PSU 三相 PSU

持续攀升的功率需求驱动 PSU 架构向先进三相拓扑演进

参考板

Q2 26

30 kW
三相 PFC

η >99%

拓扑 

评估板

Q2 26

18 kW
三相 PSU

η ~97.5%

100 +W/in3

参考板

Q3 26
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8 kW PSU 参考板
融汇 CoolMOS 、CoolSiC  和 CoolGaN  器件

REF_8KW_HFHD_PSU 

特性 优势

‒ 融汇 CoolMOS  8、CoolSiC 、CoolGaN  器件，实现最高效率和功率密度

‒ 新型集成平面磁性结构

‒ PFC 和 DC-DC 全数字控制

‒ 交错式图腾柱 PFC + 全桥 GaN LLC

‒ 峰值效率 97.5%

‒ 功率密度 100W/in³ （较 ORv3 标准体积 720x40x73.5mm 缩减 38%）

‒ 保持时间延长电路：100% 负载下维持 20 ms

‒ 基于GaN 实现 400 kHz LLC 开关频率

‒ “3.3kW PSU 参考板的两倍”

445 mm

73.5 mm

40 mm

了解更多

英飞凌器件

8x IGT65R035D2, 8x IMT65R040M2H, 4x IMT65R010M2H, 5x 

IPT60R016CM8, 2x IPT60R050G7, 2x IDL12G65C5, 64x 

IQE036N08LM6, 10x ISC018N08NM6, 6x 1EDB8275F, 3x 

1EDN8511B, 3x 2EDB9259Y, BAT46WJ, BAT165, BSS138N, 

ICE2QR2280G, TLS4120D0EPV33, 4DIR1400H

控制器 XMC4200 (PFC), 第三方MCU (LLC) Microchip

技术规格
目标应用 AI、服务器

输入电压范围 180 VAC ~ 277 VAC

输出电压 50 VDC nominal

输出电流 160 A

最大输出功率 8000 W

效率 ~ 97.5%

功率因数（负载 > 10%）
PF > 0.98,       20%→80% load 

iTHD < 10%,   20%→80% load

环境温度 0°C ~ 40°C  

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/productregistration/?redirId=112679
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/AI-PSU/?fileId=8ac78c8c8eeb092c018f3db82c364829
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12 kW 50 Vdc PSU 参考板  

搭载 CoolSiC 、CoolGaN  及能量缓冲技术

REF_12KW_HFHD_PSU  

特性与优势

‒ 搭载 CoolSiC 、CoolGaN 、440 V SiC 及 80 V 低压开关器件，实现最高效率和功率
密度

‒ 功率密度 113 W/in³ 

‒ 效率 ~ 97.5% （含风扇） 

‒ 保持时间延长电路：100% 负载下维持 20 ms

‒ 400 kHz LLC 开关频率

‒ 满足 GPU 厂商的 AI 负载瞬态响应要求

了解更多

英飞凌器件（主要器件）

控制器 XMC & 第三方 MCU

供货情况 可供货

技术规格
输入电压范围 180 VAC - 305 VAC （单相）

输出电压 50 VDC（标称值）

输出电流 240A

最大输出功率 12000 W

效率 ~ 97.5%（含风扇）

功率因数（负载 > 10%）
PF > 0.98,       20%→80% 负载 

iTHD < 10%,   20%→80% 负载

环境温度 -5°C ~ 45°C (OCP)

68x40x640mm

Fits into 19“ Rack

LR

TR

48-51Vdc

Interleaved 3Level Totem-Pole PFC FB GaN LLC + FB SR 

LM

18:2

H.UP time extension 

(20ms @100% Pout)

180-305VAC

8x IMT65R010M2H 4x IMBG65R0070M2H 8x IGT65R025D2 10x ISC014N08NM6
4x IMT65R033M2H

+445V

OR-ing

Output Filter

2x IPT60R016CM8

LEB

CEB

IPT60R016CM8

96 x IGC020K10S2

DRV: 16x 2EDB7259KDRV: 4x 1EDB8275DRV: 2x 1EDB9275 DRV: 1x 1EDB8275DRV: 1x 1EDB8275DRV: 10x 1EDB9275DRV: 10x 1EDB9275 DRV: 1x 1EDB8275

PFC Control 
pulses

EB Control 
pulses

LLC Pri. 
control pulses

IsolatorMCU (XMC4402) 

49 Vdc –    Vdc

Cbulk

208 Vac –     Vac 
±10 %

LLC Controller

Energy Buffer FB LLC + FB SR with GaN

LLC Sec. 
control pulses

三电平图腾柱 PFC IMT44R011M2H

三电平图腾柱 PFC IMT65R010M2H

保持时间延长电路 IMT65R020M2H

FB-LLC IGT65R017D2

FB-SR IGC016K10S2

ORing FET ISC014N08NM668x40x640 mm

适配19英寸机架

隔离器 LLC 控制器

https://www.infineon.com/evaluation-board/REF-12KW-HFHD-PSU?utm_campaign=202604_glob_en_pss.a.dc&utm_medium=socialmediaorganic&utm_source=line_linkpost&utm_content=website_boardpage&utm_term=psuwebinar_slides&uid=ci0121890002&aid=ai012189
https://www.infineon.com/evaluation-board/REF-12KW-HFHD-PSU?utm_campaign=202604_glob_en_pss.a.dc&utm_medium=socialmediaorganic&utm_source=line_linkpost&utm_content=website_boardpage&utm_term=psuwebinar_slides&uid=ci0121890002&aid=ai012189
https://www.infineon.com/evaluation-board/REF-12KW-HFHD-PSU?utm_campaign=202604_glob_en_pss.a.dc&utm_medium=socialmediaorganic&utm_source=line_linkpost&utm_content=website_boardpage&utm_term=psuwebinar_slides&uid=ci0121890002&aid=ai012189
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/productregistration/?redirId=112679
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18 kW 50 Vdc 三相 PSU 参考板

了解更多

英飞凌器件

控制器 XMC (PFC) / PSOC C3 M8/P8

技术规格
目标应用 AI、数据中心、服务器

输入电压范围 311 VAC ~ 528 VAC（三相）

输出电压 50 VDC（标称值）

输出电流 336 A

最大输出功率 16500 W

效率 ~ 97.5%（含风扇）

功率因数（负载 > 10%）
PF > 0.98,       20%→80% 负载 

iTHD < 10%,   20%→80% 负载
环境温度 -5°C ~ 35°C (OCP)

SiC 650 V 三电平单元 IMT65R010M2H

GaN 100 V 同步整流 IGC020K10S2

Si 80 V OR-ing ISC014N08NM06

SiC 650 V 保持能量缓冲 IMT65R020M2H

SiC 650 V 电网同步开关 IMT65R020M2H

SiC 650 V LLC 原边 IMT65R020M2H 

Si 650 V 浪涌抑制 IPT65R018CM8

710 mm

104 mm

40 mm

REF_18KW_HFHD_3P_PSU

特性与优势

‒ 融汇 CoolSiC 、CoolGaN 、CoolMOS  器件，实现最高效率和功率密度

‒ 功率密度 100 W/in³ (104 x 40 x 710 mm)

‒ 效率 ~ 97.5% （含风扇）

‒ 保持时间延长电路：100% 负载下维持 20 ms

‒ 350 kHz LLC 开关频率

‒ 满足 GPU 厂商的 AI 负载瞬态响应要求

https://www.infineon.com/technology/ai/we-power-ai/psu?utm_campaign=202604_glob_en_pss.a.dc&utm_medium=socialmediaorganic&utm_source=line_linkpost&utm_content=website_boardpage&utm_term=psuwebinar_slides&uid=ci0121890003&aid=ai012189
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面向高压直流应用的 30kW 三相 PFC 评估板

EVAL_30KW_TTYPE_PFC

了解更多

英飞凌器件

200V 二极管开关：12 颗 IMBG120R026M2H

650 V 背对背开关：12 颗 IGO65R025B3

驱动芯片：12 颗 1EDB9275F + 12 颗 1EDB7275F 

偏置电源： IMBF170R1K0M1、ICE5QSBG

电流检测：6 颗 TLE4977-R040W3

控制器 PSOC C3 P8

供货情况 Q3 2026

技术规格
目标应用 AI、数据中心、服务器

输入电压范围 360 VAC ~ 528 VAC（三相线电压）

输出电压 890 VDC（标称值）

输出电流 33.33 A

最大输出功率 30 kW

效率 > 99%

功率因数（负载 > 10%）
PF > 0.98,       20%→80% 负载
iTHD < 10%,   20%→80% 负载

环境温度 -5°C ~ 45°C (OCP)

342 mm 133 mm

40 mm

特性与优势

‒ 英飞凌首款该外形尺寸下的交错式 T 型 PFC

‒ 专为 AI 服务器打造的 GaN BDS 推广平台

‒ 搭载 PSoC C3 P8  ，适配优选拓扑

‒ 评估板布局了便捷的测量点

L
R
1

C
R
1

L
R
2

C
R
2

T
R
1

L
M
1

8:7

T
R
2

L
M
2

8

:

7

400V

LLC-HB 

Fres = 300 kHz
GaN BDS GaN BDS

1200V SiC 1200V SiC

650V SiC 650V SiC

1200V SiC 1200V SiC

交错式维也纳整流器

https://www.infineon.com/technology/ai/we-power-ai/psu?utm_campaign=202604_glob_en_pss.a.dc&utm_medium=socialmediaorganic&utm_source=line_linkpost&utm_content=website_boardpage&utm_term=psuwebinar_slides&uid=ci0121890003&aid=ai012189
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5.5 kW 交错式三相 LLC 评估板
技术规格

输入电压范围 380 - 420 VDC

典型输出电压 50 VDC 

最大输出功率 5500 W

峰值效率 98.9 %

尺寸 180 (L) × 73.5 (W) × 40 (H) mm 

功率密度 170 W/in3

谐振频率 200 kHz

了解更多

英飞凌器件

650 V CoolSiC  Gen 2 MOSFET (IMLT65R050M2H)

80 V OptiMOS  6 MOSFET (ISC018N08NM6)
EiceDRIVER  栅极驱动器 IC (2EDR9259X, 2EDF5215F)

准谐振 CoolSET  (ICE2QR2280G)

32 位微控制器 (XMC4400-F100x512)

目标应用 AI 服务器 / 数据中心 SMPS、电信整流器及其他工业 SMPS

特性与优势

‒ 满足 OCP Open Rack V3 5.5 kW 规格的高输出功率

‒ 高效率（98.9%）与高功率密度

‒ 三相交错式 LLC 变换器

‒ 搭载 650V CoolSiC  Gen 2 和 80V OptiMOS  6 power MOSFET 器件

‒ 采用 XMC4400 实现全数字控制

EVAL_5K5W_3PH_LLC_SIC2
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面向服务器 PSU的英飞凌产品价值主张
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CoolSiC G2 650 V 和 1200 V 

开启性能新标杆

数值越低，轻载效率越高数值越低，软开关拓扑性能越
佳

数值越低，硬开关拓扑性能越
佳

数值越低，栅极驱动损耗越小

RDSON x QGD (mΩ*µC) 

@ 150°C, 800 V, 28 A:

RDSON x QOSS (mΩ*µC)

@ 150°C, 800 V: 

RDSON x EOSS(mΩ*µJ)

@ 150°C, 800 V:
RDS x QG (mΩ*µC) 

@ 150°C:

经典 MOSFET 优值
（源于低压硅器件）

DC-DC（LLC）

MOSFET 优值（FOM）对比：数值越低，能效越高

-36%

-21%
-14%

-7%

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2Other vendors Other vendors Other vendors Other vendors

英飞凌产品：IMBG120R030M1H、IMBG120R026M2H。
竞品 SiC MOSFET：参数取自 2024 年 1 月各官网数据手册中最新一代 1200 V SiC MOSFET（D2PAK 7 引脚封装）：C3M0032120J1、SCT4018KW7、NTBG030N120M3S、SCT025H120G3AG。
QGD = 给定条件下 CRSS相关总电荷，Qoss = 给定条件下 COSS相关总电荷，EOSS = 给定条件下 COSS相关总能量。

AC-DC

竞品 竞品 竞品 竞品
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CoolSiC G2 

集成双开关，顶部冷却
配
置

BDS

共漏极
TOLT

BDS 

共漏极
Q-DPAK TSC

半桥
Hexa-DPAK TSC

半桥
Q-DPAK SL TSC

升压
Q-DPAK SL TSC

双二极管
Q-DPAK SL TSC

650 V CoolGaN  G5 750 V CoolSiC Gen2 1200 V CoolSiC Gen2
1200 V CoolSiC Gen2 

搭配CoolSiC G5二极管
1200 V CoolSiC G5 二

极管

尺寸 15 x 10 x 2.3 mm 15 x 21 x 2.3 mm 19.5 x 21 x 2.3 mm 15 x 21 x 2.3 mm 15 x 21 x 2.3 mm 15 x 21 x 2.3 mm

R
D

S
(o

n
) 
ty

p
 @

2
5

°C

已发布 SOP：26Q4 按需供货 已发布 已发布 SOP：26Q3

IMDQ75B014M2H* IMSH75H011M2H* IMSQ120R012M2HH IMSQ120R017M2HB IDSQ50G120C5D

IMDQ75B022M2H* IMSH75H016M2H* IMSQ120R026M2HH IMSQ120R026M2HB IDSQ40G120C5D

IGLT65R035B2 IMDQ75B032M2H* IMSH75H020M2H* IMSQ120R040M2HH IMSQ120R040M2HB IDSQ30G120C5D

IGLT65R055B2 IMDQ75R040M2H* IMSH75H025M2H* IMSQ120R053M2HH IMSQ120R053M2HB IDSQ20G120C5D

IMDQ75R050M2H* IMSH75H033M2H* IMSQ120R078M2HH IDSQ10G120C5D

IMDQ75R066M2H* IMSH75H040M2H* IMSQ120R118M2HH

IGLT65R110B2 IMSH75H050M2H* IMSQ120R181M2HH

*已启动样片供应 IMSH75H060M2H* IMSQ120R234M2HH

栅极驱动器 EiceDRIVER 2EDB/R + MCU AURIX TC3x / TC4x

免责声明
日期或有变动

产品组合仅为 MVP 概念示意成本优于两种替代方案，同时实现超高功率密度
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CoolSiC 400 V

实现开关和导通损耗优化

− 100°C时导通电阻仅比25°C时高出11%。

− 平坦的导通电阻 - 结温特性曲线，支持选用标称导通电阻更高的

MOSFET，兼顾更优成本与开关性能

− 通过将 CoolSiC  G2 的 VBR(DSS) 优化至 400V，其优值较 650V 和

750V 参考器件实现显著提升。

− CoolSiC  400 V G2 精准匹配第一、二代 AI 服务器 PSU，完全覆

盖三电平 PFC 中约 200V 至 320V 的阻断电压需求。

FoM 定义条件：VDS = 200V（400V SiC ），VDS = 400V（ 650V SiC 参考器件），500V（ 750V SiC 参考器
件）。

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

FoMQg

FoMQgd

FoMQoss

FoMEoss

750V reference 650V reference CoolSiC 400V G2

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 200

R
D

S
(o

n
)
（
归
一
化
至

2
5
°C
）

Tj [°C]

CoolSiC 400V G2

650V reference

750V reference

-12.75% vs 650V 参考器件

-17.4% vs 750V 参考器件
750V 参考器件 650V 参考器件

650V 参考器件

750V 参考器件
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CoolGaN 650 V

业界顶级优值，高开关频率下仍保持极致能效

Qoss x RDS(on) typ. [nC x mΩ]Eoss x RDS(on) typ. [µJ x mΩ]

IGT65R035D2 IMT65R033M2H

1.995
2.244

IPT60R037CM8

-11%

IGT65R035D2 IMT65R033M2H

298 290

IPT60R35CM8

329

-9%

-2%

− 提升软开关性能（如 LLC），减少无源

器件数量，实现更高功率密度。

− 助力硬开关拓扑（如经典升压 PFC、

逆变器）实现最低开关损耗

− 适用于重复换流拓扑（如 CCM 图腾柱

PFC、双向开关）

CoolGaN  凭借优异 FOM，在快速开关中实现高效率

电压 RDS(on)*Eoss RDS(on)*Qg RDS(on)*Qoss RDS(on)*Qrr

CoolMOSTM CM8 600 100% 100% 100% 100%

CoolGaNTM G5 650 91% 11% 11% 0%

CoolSiCTM G2 650 88% 44% 13% 9%

Qg x RDS(on) typ. [nC x mΩ]

IGT65R035D2

270

IMT65R033M2H

1.089

IPT65R035CM8

2.449

-75% -89%

− 降低驱动损耗，轻载工况下尤为显著

− 支持更高频率运行，实现更优效率

Qrr x RDS(on) typ. [nC x mΩ]

IGT65R035D2 IMT65R033M2H IPT60R35CM8
GaN ：

实现最

高功率

密度
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650 V CoolGaN  Drive 单管 G5

集成功能，实现器件与系统的最优性能

▪ 2 颗单通道 CoolGaNTM Drive

▪ 2 颗数字隔离器 (*)

‒ 集成新一代栅极驱动器：
‒ 通过外部电阻独立调节导通和关断 dv/dt

‒ 温度输出
‒ 保护功能：

‒ 短路及退饱和保护（SCP 和 Desat）
‒ 逐周期过流保护（OCP）
‒ 过温保护（OTP） 

‒ 故障引脚向MCU 报告（SCP、OTP）

‒ 逻辑电平 PWM 信号输入
‒ 为信号隔离器副边供电的 LDO

‒ 外部信号隔离器→ 充分的设计灵活性
(*) 图中所示配置为 2 颗 IPS 搭配 2 颗数字隔离器

CoolGaN  Drive – 核心特性CoolGaN  Drive 典型半桥配置 

CoolGaN  Drive – 框图

控制器

GND

CoolGaN
TM

Drive

CoolGaN
TM

S

D

LDO

OCP

UVLO

IN

GPIOx

RDD/ OCP/
TOUT/ FAULT

VCC

6.5V-24V

KSGPIOx

Ron

栅极驱动器

KS

5.25V

数字隔离器

VCC VCCI VCCO

GNDI GNDO

IN1 OUT1

OUT2 IN2

3.0V-5.5V

Roff

dv/dt set

KS
SGND

VDD

PGND

OCPset

OTP

SCP

Negative 
charge pump

650 V CoolGaN  Drive

RDS(on, typ)

TOLL TOLT
[mΩ]

55 IGI65N055A1T IGI65N055A1LT

45 IGI65N045A1T IGI65N045A1LT

35 IGI65N035A1T IGI65N035A1LT

25 IGI65N025A1T IGI65N025A1LT

产品规划与时间表

时间表

ES Q3 CY25

QS Q4 CY25

SOP Q1 CY26
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CoolGaN  BDS

凭借业界最优 RDS(on)/mm²，实现更低成本和最高功率密度

− 真正的常关型单片双向开关

− 以单器件替代四颗分立式开关器件，实现高性价比双向开关方案：

− →节省 PCB 面积 + 精简 BOM

− 等效系统级 RDS(on)/mm² 最优，芯片面积利用率最大化

Sa

Sb

2 - 兼具成本优势的设计，实现更高功率密度

3 - 更高的开关频率，推动无源器件小型化，实现更紧凑的
外形尺寸

4 - 简化设计，加速上市

5 - 未来将集成隔离驱动器（CT-drive 等），进一步降低系
统成本和设计复杂度

1 - 直接替代现有拓扑中的背靠背方案，或赋能全新高商业
价值拓扑

650 V CoolGaNTM BDS 

RDS(on, typ)

[mΩ]

TOLT DSO 

s IGLT65R110B2

55 IGLT65R055B2

35 IGOT65R035B3

25 IGOT65R025B3

RDS(on, typ)

[mΩ]
封装 产品型号 EES ES QS SOP

110 TOLT IGLT65R110B2 可供货 Q1 2025 Q1 2025 Q3 2025

55 TOLT IGLT65R055B2 可供货 Q2 2025

35 DSO IGOT65R035B3 Q2 2025 Q4 2025 Q4 2025 Q1 2026

25 DSO IGOT65R025B3 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025光伏 电源适配器 电信 服务器
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OptiMOS  6 80 V

业界最佳 FOM与最低 RDS(on)

FOMg和 FOMgd基于同级最优 RDS(on)器件，在 VGS=10 V 条件下以典型值计算：FOMg=RDS(on),typ x Qg,typ

优值（FOM）综合表征一项技术在导通和开关两方面的性能。在给定技术平台下，优化 RDS(on) 必然以牺牲栅极电荷 (Qg、Qgd 等) 为代价。

OptiMOS 6 80 V同步优化 RDS(on) 与栅极电荷， FOMg与 FOMgd双双业界领先。

对于 SMPS 应用，更低的 FOMg 和 FOMgd ，意味着更快的导通关断速度，随之带来更低的开关损耗和导通损耗，最终实现最高效率，并助力提升
功率密度、优化成本。

FOMgd = Qgd x RDS(on)FOMg = Qg x RDS(on)

BSC019N0

8NS5

ISC014N08

NM6

BSC021N08NS

5

2.1

2.5

-30%

-29%

BSZ075N08NS

5

ISZ053N08NM

6

OptiMOS 6 80V 导通电阻较 OptiMOS 5 降低 30%

➔功率密度更高，导通损耗降低约 20%

-39% -43%

OptiMOS  6 80 V 的 Qg 和 Qgd 更低➔ 驱动及开关损耗更小

➔高开关频率下效率更高，轻载工况下尤为显著

业界最低 RDS(on)（PQFN 

3.3x3.3 封装）
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OptiMOS  6 80 V

在 3 kW LLC 转换器 (400 V - 52 V) 中的性能优势

OptiMOS 5

80 V

OptiMOS 6

80 V

‒ OptiMOS  6：3 kW 下效率提升 0.17%，同步整流和板级热性能双双更优

效率和热性能

Oscillosope

Power supply

Power supply

Test board

Thermal Camera

Shunts

测试器件： 

ISC018N08NM6SC 

（OptiMOS  6、5×6 PQFN DSC 封装中 RDS(on) 最低
的型号）
BSC023N08NS5SC

（OptiMOS  5、5×6 PQFN DSC 封装中 RDS(on) 最低
的型号）

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

5 15 25 35 45 55 65

效
率

 (
%

)

负载 (A)
BSC023N08NS5SC (Optimos 5) ISC018N08NM6SC (Optimos 6)

ISC018N08NM6SC (SFET8) BSC023N08NS5SC (SFET5)
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MV CoolGaN

在 PSU 同步整流中的核心优势

0

10

20

30

40

0 1 2 3

IS
D

 [
A

]

VSD [V]

GaN with integrated Schottky
dioe

RDS(on) 较硅器件降低 50% 以上 

➔导通损耗减少 20%

集成单片 GaN 肖特基二极管
‒ 无 PN 结，因而无反向恢复
‒ 彻底解决 GaN 第三象限损耗问题

94

95

96

97

98

99

0 5 10 15 20 25 30

效
率

[%
]

Iout [A]

48 V 转 12 V 降压电路：500 kHz 下的整体效率

w/o Schottky diode - 15ns w/o Schottky diode - 50ns
with Schottky diode - 15ns with Schottky diode - 50ns

栅极电荷仅为硅器件的1/5.5 ➔ 高开关频率
下效率更高

MV GaN 用于 LLC 变换器同步整流→ 实现更高效率与/或更高功率密度

‒ RDS(on) 更低➔简化热管理，减少并联 SR 数量

‒ Qg 更低→降低栅极驱动损耗，减少驱动器件用量

‒ 无反向恢复 ➔ LLC 在高开关频率下效率更高

‒ SR 反射电容更小，叠加至原边电容→ ZVS 所需环流减少→ 原边 RMS 电流降低

导通损耗/开关管（W） 栅极损耗 / 开关管 (mW)

集成肖特基二极管的 GaN

无肖特基二极管 – 15 ns

含肖特基二极管 – 15 ns

无肖特基二极管 – 50 ns

含肖特基二极管 – 50 ns
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电压等级 订购代码 Ron_typ Ron_max 封装 EES* SOP

40 V IGE01xK04S2 1,2 1,5

RQFN 3x3 SD

Q4’25 Q3’26

60 V IGE01xK06S2 1,6 2,0 Q4’25 Q3’26

80 V IGE02xK08S2 1,8 2,3 Q3’25 Q2’26

100 V IGE02xK10S2 2,0 2,5 Q4’25 Q3’26

120 V IGE03xK12S2 2,5 3,1 Q4’25 Q3’26

60 V IGD00xK06S2 0,7 0,9

RQFN 5x6 DD

Q4’25 Q3’26

60 V IGD05xK06S2 3,9 5,1 Q4’25 Q3’26

80 V IGD0xxK08S2 0,8 1,0 Q3’25 Q2’26

100 V IGD02xK10S2 2,1 2,6 Q3’25 Q2’26

100 V IGD01xK10S2 0,9 1,1 Q3’25 Q2’26

120 V IGD01xK12S2 1,1 1,4 Q4’25 Q3’26

150 V IGD03xK15S2 2,2 2,8 Q4’25 Q3’26

150 V IGD01xK15S2 1,1 1,4 Q4’25 Q3’26

200 V IGD02xK20S2 2,1 2,6 Q4’25 Q3’26

40 V IGC00xK04S2 0,8 1,0

PQFN 3x5

Q4’25 Q3’26

60 V IGC01xK06S2 1,1 1,4 Q4’25 Q3’26

80 V IGC01xK08S2 1,2 1,5 Q4’25 Q3’26

100 V IGC020K10S2 1,5 2,0 可供货 Q2’26

120 V IGC02xK12S2 1,7 2,1 Q4’25 Q3’26

150 V IGC03xK15S2 2,2 2,8 Q4’25 Q3’26

200 V IGC04xK20S2 3,1 3,9 Q4’25 Q3’26

MV CoolGaNTM 

即将推出的 MV CoolGaNTM G5 产品组合
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产品系列 产品型号
典型峰值驱动

电流
VCC2-VEE2 UVLO 阈值

传播延迟（精

度）
CMTI 其他关键特性 封装

X3 Compact gen 

2
2ED314xMC12L 6.5 A

32 V

(35 V)

9.3 / 8.5 V

12 / 11 V

13.6 / 12.5 V

40 ns

(+/- 7 ns)
> 200 V/ns

死区时间控制 (DTC)

主动关断和短路钳位

认证：UL1577 & IEC 60747-17

14 引脚 DSO-300 mil

2EDi Gen2

2EDF7258G

2EDF7268G
5A / 9 A

20 V

(22 V)
4.2 / 3.9 V

38ns

(+9 / -5 ns)
>150 V/ns 

可配置死区时间和防直通保护 (STP)

快速输出 UVLO 恢复时间 (2µs)

4X4 SON 

2EDF5215F

2EDF5215G

5 A / 9 A
20 V

(22 V)

7 / 6.4 V
38ns

(+9 / -5 ns)
>100 V/ns 

可配置死区时间和防直通保护 (STP)

快速输出 UVLO 恢复时间 (2µs)

DSO-8 (5x6 mm), VSON-8 (4x4 

mm)

2EDB7259K

2EDB8259K
4.2 / 3.9 V

8 / 7 V

38ns

(+9 / -5 ns)
>150 V/ns 

可配置死区时间和防直通保护 (STP)

快速输出 UVLO 恢复时间 (2µs)

认证：UL1577

LGA (5x5 mm)

2EDBx259Y

2EDB8259F

4.2 / 3.9 V

8 / 7 V

14.9 / 14.4 V

38ns

(+9 / -5 ns)
>150 V/ns 

可配置死区时间和防直通保护 (STP)

快速输出 UVLO 恢复时间 (2µs)

认证：UL1577 和 CQC 

14/16 引脚 DSO-150 mil

2EDR8259H

2EDRx259X

2EDRx258X

4.2 / 3.9 V

8 / 7 V

12.2 / 11.5 V

14.9 / 14.4 V

38ns

(+9 / -5 ns)
>150 V/ns 

可配置死区时间和防直通保护 (STP)

快速输出 UVLO 恢复时间 (2µs)

认证： UL1577、IEC、VDE、CQC

14/16 引脚 DSO-300 mil

2EDi Gen1 2EDF7275K 4 A / 8 A
20 V

(22 V)
4.2 / 3.9 V

37ns

(+7 / -6 ns)
>150 V/ns 

可配置 SLLDO

输入 UVLO 时快速安全关断 (250 ns)

功能

LGA (5x5 mm)

 

专为优化保护而设计：集成死区时间控制、防直通保护及快速恢复能力

栅极驱动器
EiceDRIVER  Compact：双通道



34Infineon ProprietaryCopyright © Infineon Technologies AG 2026. All rights reserved.Public05.2026

产品系列 产品型号
典型峰值驱动电

流
VCC2-VEE2 UVLO 阈值

传播延迟（精

度）
CMTI 其他关键特性 封装

光耦仿真器 1ED301xMC12I 6.5 A
32 V

(35 V)

9.3 / 8.5 V

12 / 11 V

13.6 / 12.5 V

40 ns

(+/- 17 ns)

> 300 

V/ns

兼容工厂标准封装引脚

卓越的 FIT 失效率

更高 CMTI

更高输出驱动电流

增强隔离 (IEC 60747-17, UL 1577)

LDSO-6 300 mil

X3 Compact gen 2
1ED314xMU12F

1ED314xMC12H*
6.5 A

32 V

(35 V)

9.3 / 8.5 V

12 / 11 V

13.6 / 12.5 V

40 ns

(+/- 7 ns)
300 V/ns

分离输出，UVLO 参考 GND2

有源米勒钳位

改善信号质量

认证：UL 1577 & IEC 60747-17

DSO-8, 150/300 mil

X3 Compact gen 1

1ED312xMU12F

1ED31xxMU12H

1ED31xxMC12H

5.5 A

10 A 

14 A

35 V

(40 V)

10 / 8 V

12.5 / 10.5 V

14.2 / 12 V

90 ns

(+/- 7 ns)
200 V/ns

更高输出驱动电流

米勒钳位或分离输出

有源米勒钳位

增强隔离 

认证：UL 1577 & VDE-11

DSO-8, 150/300 mil

2L-SRC Compact 1ED32xxMC12H
10 A

18 A

35 V

(40 V)
12.5 V / 10.4 V

110 ns

(+/- 15 ns)
200 V/ns

两级压摆率控制

米勒钳位选项

灵活的栅极控制架构

增强隔离 (UL 1577 & VDE-11)

DSO-8, 300 mil

1EDB 1EDBx275F +5A/-9A
20 V

(22 V)

4.2 / 3.9 V

8.0 / 7.0 V

12.2 / 11.5 V

14.9 / 14.4 V

45ns

(+6 / -4 ns)
>300 V/ns 

分离输出

多种 UVLO 阈值可选

认证：UL 1577

DSO-8, 150 mil

兼具米勒钳位选项、更低传播延迟及更高 CMTI

兼顾爬电距离与紧凑设计：EiceDRIVER  以高性价比实现卓越性能

栅极驱动器
EiceDRIVER  Compact：单通道
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CoolSET  辅助电源控制器

系统/应用概览 产品描述

最新一代固定频率反激控
制器 CoolSETTM ，以高
集成度提供全面且强化的
保护功能套件。

核心特性

‒ 快速且稳健的启动

‒ 降频提升效率

‒ 提供 100 kHz 及 125 kHz 

开关频率版本

‒ 支持隔离与非隔离反激拓
扑

‒ 更多额外保护功能

‒ 自动重启模式

‒ 专为 P7 CoolMOS  优化

的高功率集成方案

系统/应用概览 产品描述

最新一代准谐振反激控
制器，以高集成度提供
全面且强化的保护功能

套件。

核心特性

‒ 快速且稳健的启动

‒ 提升效率

‒ 更多额外保护功能

‒ 自动重启模式

‒ 专为 P7 CoolMOS  优

化的高功率集成方案

第五代固定频率控制器 第五代准谐振控制器
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CoolSET  辅助电源控制器
> 100 W 独立 IC，驱动外部 1200/1700 V SiC

示意图 亮点聚焦

‒ 能够驱动外部 1200 V / 1700 V 耐雪崩型 CoolSiC

‒ 通过 FB 引脚外部电阻 RSEL 选择钳位输出电压（10 V / 15 V / 18 V）

‒ 集成快速启动功能，以外部 MOSFET 击穿电压为限

‒ 固定频率工作（65 kHz 和 100 kHz），带频率抖动

‒ 输入过压保护（OVP）可调，超宽正常工况范围

‒ 全面保护功能，支持自动重启

‒ 通过斜率补偿支持 DCM 和 CCM 两种电流控制模式

‒ Eco 模式：随负载降低而降频

‒ 主动突发模式，实现低待机功耗

‒ 集成误差放大器，支持非隔离控制

隔离拓扑

非隔离拓扑

AC/DC

SnubberCbus

Dr1~Dr4

RCS

CVCC

DVCC

ICE5X1XSD

Power 

MOSFET

RVCC

SOURCE

Active Burst Mode

Power Management

Cycle-by-Cycle 
current limitation

Error Amplifier

PWM controller
Current Mode Control

Digital Control

VCC

CS

Control Unit

VERR

GND

VING

RVING

Gate 
Driver

Protections

GATE

TL431
Optocoupler

Rb1 Rb2

Rc1

Cc1 Cc2

Rovs2

Rovs1

DO1
CO1

Lf1
Cf1 VO1

CPS

DO2 CO2

Lf2
Cf2 VO2

Wp

Wa

Ws1

Ws2

#
 R

S
el# Optional

RSel (Burst mode detect)

Rovs3 (V02 feedback)

# Rovs3

D1

FB

C2

Vbus

AC/DC

SnubberCbus

Dr1~Dr4

RCS

CVCC

DVCC

ICE5X1XSD

Power 

MOSFET

RVCC

SOURCE

Active Burst Mode

Power Management

Cycle-by-Cycle 
current limitation

Error Amplifier

PWM controller
Current Mode Control

Digital Control

VCC

CS

Control Unit

VERR

GND

VING

RVING

Gate 
Driver

Protections

GATE

RF1

RF2

DO1
CO1

Lf1
Cf1 VO1

CPS

DP1

CP1

LfP1

CfP1

VP1

Wp

Wa

Ws1

WP1

#
 R

S
el

# Optional
RSel (Burst mode detect)

D1

FB

C1

R1
C2

Vbus

最大输出功率 65 kHz 100 kHz

<75 W ICE501ASD ICE501BSD

100 W ICE511ASD ICE511BSD
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精度、噪声和动态性能

− 超高精度：总误差 ≈ 1%（含寿命和温度漂移）——得益于显著更优

的偏移、全温域及全生命周期内更低的灵敏度误差、低噪声

− 动态性能：9 MHz 带宽，1 MHz 下相位延迟 20°，噪声 38 mArms

CMTI（共模瞬态抗扰度）

− 霍尔和线圈元件内置屏蔽设计，240 V/ns 下扰动仅100 mV （且仅持

续数纳秒）——完美适配 SiC 平台

功能特性

− 拥有多数竞品不具备的额外功能，包括过零检测（ZCD）、过流检

测（OCD）等。

电流传感器 

TLE4978/7 基于霍尔与线圈技术，以 9 MHz 带宽与极高精度，覆盖 PFC 与
DC-DC 应用（下图中为 TLE4978）

我们的独特优势

我们的独特优势

Cdc

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

L1

L2

L3

PFC stage DC-DC stage

D
C

 o
u

tp
u

t 
(1

2
V

/4
8
V

)

I
I
I

#

6

Lr1Cr1

Cin

Cr2Lr2

Cout

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

T1

#

#5
I

I

#4

偏移和灵敏度

补偿
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AI 服务器机架和PSU的演进

AI 服务器机架和PSU的演进

1

1

38

38
架构和拓扑

架构和拓扑

2

2

10

10
系统应用板

系统应用板

3

3

16

16
面向服务器PSU 的英飞凌产品价值主张

面向服务器 PSU的英飞凌产品价值主张

4

4

23

23
总结

总结

5

5

40

40
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‒ 更高机架功率，驱动 PSU 向三相拓扑与高压直流输出演进

‒ AI 服务器功率攀升，驱动全新机架架构演进

‒ CoolSiC  和 CoolGaN  技术与产品组合，是高功率高密
度 PSU 得以实现的基石。

‒ 一系列系统应用板已就绪或正研发，精准满足应用需求，加
速客户设计落地

‒ 多电平拓扑和能量缓冲等新概念，成为应对新挑战的必然选
择

要点总结
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应用和产品配套支持资源

‒ PSU 解决方案

‒ AI PSU 板级路线图

‒ CoolMOS

‒ CoolSiC

‒ CoolGaN

‒ OptiMOS

‒ 栅极驱动器

‒ CoolSET

‒ 电流传感器

‒ 微控制器

‒ 《 AI 和数据中心产品选型指南》

‒ 白皮书：《赋能AI未来》

‒ 文章：《以功率脉动缓冲应对AI服务器PSU峰值功率需

求而不干扰电网》

‒ 白皮书：《电源和机架架构的演进：适配 AI 服务器需求

》

‒ 播客系列：《“英”领AI》

‒ 开发者社区

‒ 专为高效计算和网络而设计的电源IC

‒ 为AI心脏注入强劲动力：从48 V供电链路到芯片内核的

极致优化

‒ 热插拔 + 电子保险丝：助力数据中心持续正常运行 

‒ 以高效BBU确保AI持续运行

‒ 电源系统可靠性建模介绍

https://www.infineon.cn/application/server-psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420001&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/application/server-psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420001&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/application/server-psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420001&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/ai/we-power-ai/psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420002&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/ai/we-power-ai/psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420002&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/ai/we-power-ai/psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420002&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/ai/we-power-ai/psu?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420002&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/mosfet/n-channel/500v-950v?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420003&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/mosfet/n-channel/500v-950v?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420003&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/mosfet/n-channel/500v-950v?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420003&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/silicon-carbide-sic?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420004&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/silicon-carbide-sic?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420004&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/gallium-nitride-gan?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420005&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/gallium-nitride-gan?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420005&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/technology/gallium-nitride-gan?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420005&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420006&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420006&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/gate-driver-ics?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420007&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/gate-driver-ics?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420007&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/gate-driver-ics?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420007&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420008&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420008&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/sensor/current-sensors?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420009&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/sensor/current-sensors?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420009&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/microcontroller?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420010&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/products/microcontroller?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420010&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-data-center-and-ai-data-center-application-selection-guide-cn_172cdfe1-21e7-4bbb-b3a8-bbe3ed305c7a?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420011&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-data-center-and-ai-data-center-application-selection-guide-cn_172cdfe1-21e7-4bbb-b3a8-bbe3ed305c7a?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420011&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-data-center-and-ai-data-center-application-selection-guide-cn_172cdfe1-21e7-4bbb-b3a8-bbe3ed305c7a?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420011&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-data-center-and-ai-data-center-application-selection-guide-cn_172cdfe1-21e7-4bbb-b3a8-bbe3ed305c7a?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420011&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-data-center-and-ai-data-center-application-selection-guide-cn_172cdfe1-21e7-4bbb-b3a8-bbe3ed305c7a?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420011&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-data-center-and-ai-data-center-application-selection-guide-cn_172cdfe1-21e7-4bbb-b3a8-bbe3ed305c7a?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420011&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/gated/infineon-powering-the-future-of-ai-whitepaper-cn_8a000365-842e-4361-ac4a-2574f44f15bb?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420012&aid=ai012342
https://www.infineon.cn/document-promo/infineon-ppb-for-peak-power-demand-in-ai-psu-article-en_003fdbda-a5c8-4898-994f-da9c2caa2e91?intc=202605_glob_ch_pss.a.dc&type=documentreferral&intcid=intc0123420013&aid=ai012342
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